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一维 结二极管稳态模型的数值模拟PN

张志刚，刘长军，黄卡玛，古 健   
（四川大学电子信息学院，四川 成都 ）    610064

摘 要：    用 提出的一种非耦合算法对一维 结二极管进行数值模拟，数值计算中采用有限差分结合解GUMMEL PN

三对角矩阵的方法，通过对电场和电势的计算，得到了正偏、反偏和零偏置情况下电场、电势分布。收敛速度和

计算的精确程度较普通算法有了一定的提高，为下一步射频二极管非稳态模拟奠定了基础。
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Numerical Simulation on One-Dimensional Steady State PN Diode
ZHANG Zhi-gang, LIU Chang-jun, HUANG Ka-ma, GU Jian

(College of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu 610064, China)
Abstract: A numerical simulation on one-dimensional PN diode by a decoupled algorithm advanced by Gummel is presented 
in this paper. The distribution of electric fields and potentials within a PN diode is achieved, when it is applied with zero 
biasing, negative biasing, and positive biasing respectively. Both convergence and precision of the numerical simulation are 
improved compared with traditional method. This work is the foundation of the simulation on radio frequency (RF) PN diode 
in unsteady state.
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图 第二类边界条件下一维 结二极管的电场分布5 PN图 第二类边界条件下一维 结二极管的电势分布4 PN

图 零偏、正偏、反偏电压条件下一维 结二极管的电场分布3 PN

图 零偏、正偏、反偏电压条件下一维 结二极管电势分布2 PN


